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Elektrische Eigenschaften

Hdéchstzuldssige Werte

GIE D MR

Electrical properties

Maximum rated values

3yp3297 0001222 9uT EMUPEC

Periodische Vorwarts- repetitive peak forward off-state ty = — 40°C ...ty max VbRM 800, 1000 \"
Spitzensperrspannung voltage 1100, 1200 A
1300 \%
Vorwdrts-StoBspitzenspannung non repetitive peak tj = — 40°C ... ] max Vbsm = Vorm
forward off-state voltage
Periodische Ruckwérts- repetitive peak ty; = — 40°C ... Ly max VRRM 15 V1)
Spitzensperrspannung reverse voltage
Periodische RlUckwarts- repetitive peak ty = —40°C... Ly max. lp = 115 VerM(c) 50 V1)
Spitzensperrspannung reverse voltage
nach der Kommutierung after commutation
Durchla8strom-Grenzeffektivwert RMS on-state current ramsm 220 A
Dauergrenzstrom average on-state current 1c = B5°C ltaym 115 A
tc = 74°C 140 A
StoBstrom-Grenzwert surge current 1 =25°C, t,=10ms lrem 2950 A
1y =ty maxs to = 10 Ms 2600 A
Grenzlastintegral fi2dt-value 1= 25°C, t, = 10 ms Jicdt 43500 As
1y =ty max. tp = 10 Ms 33800 As
Kritische Stromstellhelt critical rate of rise of on-state current | vp=67% Vorw, fo = 50 Hz (di/dt)e, 400 Alus
ilam = 1.2 A, dig/dt = 1,2 Afus
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t,; =t max. Vo = 67% Voru (dv/dt),
6. Kennbuchstabe/6th letter C 500 Vius
6. Kennbuchstabe/6th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
DurchlaBspannung on-state voltage tyj = tyj max, it = 350 A vr max. 1,7 V
Schleusenspannung threshold voltage 1 =t} max Vr(ro) 1,1V
Ersatzwiderstand slope resistance tj = tyj max rt 1,45 mQ
Zindstrom gate trigger current 1,,=25°C, vp=12V laT max. 300 mA
Zundspannung gate trigger voltage ty=25°C, vyp=12V Vet max 27 V
Nicht zindender Steuerstrom gate non trigger current tyi = tyimax. VD =12V lap max 10 mA
Nicht zGndende Steuerspannung gate non trigger voltage tyj =ty max: Vb = 0.5 Vorm Vep max 0,25 V
Haltestrom holding current tj=25°C, vp =12V, Ry =10Q Iy max. 300 mA
Einraststrom latching current t,j=25°C, vp =12V, Rax=20Q I max. 1200 mA
ism="1.2 A, digldt =1,2 Alus, tg = 20 us
Vorwaérts- und Rickwarts- forward off-state and tyj =ty max» Yo = VorM: VR = VRRM ipy iR max. 30 mA?)
Sperrstrom reverse currents
Zindverzug gate controlled delay time t=25°C, igm = 1,2 A, dig/dt = 1,2 Alus tod max. 1,4 pus
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. tq D: max. 15 us
E: max. 20 us
Isolations-Prafspannung insulation test voltage RMS, f =50 Hz, t = 1 min VisoL 3 kV
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, 6 = 180°¢l, sinus: pro Modul/per module Rihc max. 0,115°C/W
junction to case pro Zweig/per arm max. 0,23 °C/W
DC: pro Modul/per module max. 0,107°C/W
pro Zweig/per arm max. 0,214°C/W
Ubergangs-Wirmewiderstand thermal resistance, pro Modul/per module Rinck max. 0,03 °C/W
case to heatsink pro Zweig/per arm max. 0,06 °C/W
Hdchstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature tyj max 125°C
Betriebstemperatur operating temperature teop -~ 40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature terg —40°C...#+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact
Innere Isolation internal insulation AIN
Anzugsdrehmomente tightening torques
mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/tolerance + 15% M1 6 Nm
elektrische Anschlisse terminal connection torque Toleranz/tolerance + 5%/— 10% M2 6 Nm
Gewicht weight G typ. 430 g
Kriechstrecke creepage distance 14 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5 - 9,81 m/s?
MasBbild AD 115 S outline AD115 S 6
MasBbild AD116 S outline AD116 S 7

1) Wegen innerer Verbindung mit der Diode nicht am Baustein nachprifbar/Cannot be checked at the module because of internal cannection to the diode

Daten der Dioden nach vereinbarter Spezifikation oder auf Anfrage
Data of the diode according to specification or on request

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
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Bild/Fig. 1, 2, 3
. Haéchstzuldssige Strombelastbarkeit des Thyristors in Abhangigkeit von
der Halbschwingungsdauer bei:
sinustérmigem Stromverlauf,
der angegebenen Geh&dusetemperatur tc,
Vorwérts-Sperrspannung vpy < 0,67 Vpawm,
Freiwerdezeit t; gem&B 4. Kennbuchstaben,
Spannungssteilheit dvp/dt geméB 5. Kennbuchstaben.

Maximum allowable on-state current of thyristor versus halfwave duration
at:

sinusoidal current waveform,

given case temperature tc,

forward off-state voltage vpy =< 0.67 Vpaum.

circuit commutated turn-off time tq according to 4th code letter,

rate of rise of forward voltage dvp/dt according to 5th code letter.

} ™
-

Parameter: Wiederholfrequenz f,
Repetition rate f,

‘ Steuergenerator/Pulse generator:

ie=24A t,=1us

——

sl=

RC-Glied/RC network:
R [Ql =002 - vpy [V]
C = 0,15 uF
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Bild/Fig. 4, 5, 6

Héchstzuldssige Strombelastbarkeit des Thyristors in Abhangigkeit von
der Stromsteilheit bei:

trapezférmigem Stromverlauf,

der angegebenen Gehiusetemperatur t-,

Vorwdrts-Sperrspannung vpy < 0,67 Vpru,

Freiwerdezeit t; gemaB 4. Kennbuchstaben,

Spannungssteilheit dvp/dt geméB 5. Kennbuchstaben.

Maximum allowable on-state current of thyristor versus rate of rise of
current at:

trapezoidal current waveform,

given case temperature tc,

forward off-state voltage vpm < 0.67 Vprm,

circuit commutated turn-off time t, according to 4th code letter,

rate of rise of voltage dvp/dt according to 5th code letter.

+di/dt

fe—1I
. 2

Parameter: Wiederholfrequenz {,
Repetition rate f,

Steuergenerator/Pulse generator:
ia=24A,t,=1ps

RC-Glied/RC network:
R [Q] = 002 - vpu (V]
C =022 uF
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Bild/Fig. 7, 8, 9

Diagramme zur Ermittlung der Gesamtenergie W, des Thyristors
fur einen trapezfdrmigen DurchlaB-Strompuls bei:

der angegebenen Stromsteilheit dit/dt,

Vorwérts-Sperrspannung vpm < 0,67 Vorwm,
Ruckwarts-Sperrspannung vay < 15 V.

Diagram for the determination of the total energy W, of the thyristor
for a trapezoidal current pulse at:

given rate of rise of on-state current di/dt,

forward off-state voltage vpy < 0.67 Vppm.

reverse voltage vgy < 15 V.
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Steuergenerator/Pulse generator:
ig=24A,1,=1pus

RC-Glied/RC network: c
R [Q] = 0,02 - vpu (V]
C =<022uF
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Bild/Fig. 10 4 | I ,
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie W des Thyristors 3 =1 {~ 1 W, EnWsill —
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Diagram for the determination of the total energy Wiy of the thyristor ] “‘\ 6 oo'o R
s iy ) ~ ~ S N
for a sinusoidal on-state current pulse. ™ - ’%D
——— ] N R TN
103 T ™~ ! \\ ™
. B S s Y -
| . SR
T 6 ] oSN
i I~
IT™ 5 ! L Logt T
Lastkreis/Load circuit: 4 i 1 ™ s CBRN :
vom = 0,67 Voaw, 3 ™~ 7%\0 ™ N
Vam= 15V - > ™ M eo\ 2R N \\ ™~ L
I—-— tp—'—l t —— i N ) ™ \ AN
-\ | "O ~ N ~ \\
N : i
102 g \‘ LN
8 3 . N \ _ H
Steuergenerator/Pulse generator: 6 [ \\ \\ 1
iG=24At.=1us 1 e £ IN TS << x ~ N~
R a | &
A s Tk
1 2 3 4
AC-Glisd/RC network: JC 10 2 3 4586 810 2 3 456 810 2 3 456 810
R[Q)=0,02- vom V] 1 Atos S tp [us] ——w—
€ =0I5uF Bild/Fig. 10
3 102 .
2 [}
1
Ltv] T P —
10! - el
-
e @ AR [DN 2
4 H \
3 -40°C 1 e LY
2 ! e \ LY
' ‘ L \ \
LT s280c 125 AT - A
10 . 3 \\
% L-max.
® ot 2 ]
- ™
typ. |
; Py 100 yo. | TN
L
2 = L -
= 4 3
104 = 2 =
10! 2 3 4586 8102 2 3 456 B10° 2 3 458 8104 10! 2 3 456 8102 2 3 456 8107 2 3 456 awt
e xr i [ a] —w— e ig VA ———
Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Ziundbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V. Zindverzug/Gate controlled delay time tgq,
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp = 6 V. DIN 41787, t, = 1us, t, = 25°C.
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Transienter innerer Warmewiderstand Zy,yc des Thyristors.

Transient thermal impedance Zy, ¢ of the thyristor, junction to case.
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Transienter Warmewiderstand Zy, ¢ pro Zweig fur DC.
Transient thermal impedance Zy,c per arm for DC.




